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１．概要（Summary） 

スパッタリング法によって作製する薄膜に関して、薄膜

の性質に影響を与えるパラメーターは多岐にわたる。薄

膜の微細構造及び組成を調べるため、京都大学ナノテク

ノロジーハブ拠点の設備を利用した。今回はスパッタ装置

の経年変化や試験サイトの違い等の諸条件が薄膜構造

に影響を与えていないかを確認するために、過去に実施

した成膜試験の再現テストを行い、比較を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 

【実験方法】 

直流スパッタリング法により、下表の成膜条件で Tiを成

膜した 4 インチ Si ウエハを□20mm にへき開し、超高分

解能電界放出形走査電子顕微鏡を用いて、薄膜表面の

観察を行った。 

 

ターゲット-基板間距離 75mm 

Ar圧力 0.3Pa 

基板温度 常温 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

直流マグネトロンスパッタリング法で作製した Ti 薄膜の

超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡により観察した

薄膜表面の画像を Fig.1(a)に示す。過去に実施した同じ

成膜条件での薄膜表面の画像を Fig.1(b)に示す。今回

成膜を行った薄膜の粒径は≦約 140nm、過去の成膜試

験の薄膜の粒径は≦約 160nm となっており、粒径に

大きな違いは見られなかった。 

 

 

 

 

 

Fig.1 The surface of Ti thin film. 
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